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CdxZn1-xS l rinin fiziki xass l rin istifad edil n texnoloji 
rait,reaksiya parametrl ri kild t sir göst rir. T qdim edil

üsulu il l rin fiziki xass l ri il reaksiya parametrl

Açar sözl r: CdxZn1-x l r.

Hal-
xZn1-xS

-
-

re ssans cihazlar, emissiya 
dis
hesab olunur.

-

xZn1-xS

- -0.96), daha sonra 
-

nm). Dövr -dan 100- g=2.35 eV, 2.28 eV, 2.2 

T b q l rin fotolüminissensiya xass l ri otaq temperaturunda, udulma 

108



spektri müxt lif temperaturlarda t raitd  CdS-in Eg
qiym ti 2.22 eV g-nin qiym ti
(T=10K-Eg=2.22 eV; T=100K-Eg=2.21 eV; T=200K-Eg=2.19 eV; T=300K-
Eg  Eg-nin qiym r üçün 

tbiq sah sind -biri 
il Moss b rab rliyi il laq l nirl msa -

-d n 2.74-  q d ti 
Eg il g- msa
qiym ti böyükdür [2]. 

Stabill kimi trietanolamin (TEA) istifad  etdikd  CdS t b -
q l rinin kild

-
-
-

-3 nm-
Eg -2.24eV), udma fo-

-

�13; 2.7140 �12; 6.1879 �12). 
-

- -
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Eg 2.45 eV-dan 2.42 eV-a
Eg-nin

71%) s 58%) -
0.5053 eV,

0.3594 eV

SEM-

-
-

2+ 2+ 

[10].
TiO2 t b q sinin üz rind l rinin rekom-

q müdd tind kation v anion m n-
b l rind miz TiO2 t b q sinin 
v CdS hiss cikl 2 t b q sinin SEM t svirl rinin 
müqayis sind n görünür ki, adsorbsiya müdd CdS hiss -
cikl ri m sam l rd adsorbsiya olaraq böyük ölçülü hiss cikl r m l g -
tirir. SEM- sas n 40 d q müdd tind sintez olunan CdS hiss cikl ri daha 
çox aqlomera ti 5 d q olduqda hiss ciyin orta 

cikl rin ölçüsü 
t dric q 2.00 nm; t=10 d q 2.86 nm; t=20 d q  2.95 nm; 
t=30 d q 3.05 nm; t=40 d q 3.21 nm). Sorbsiya müdd ti 40 d q olduqda 
hiss cikl rin ölçüsü 

g h cmi kristallarla müqayis d
cikl rin ölçül ri-

nin h c rind n kiçikdir. Sorbsiya müdd tinin 5-40 d q
si n tic sind

g rginliyi is bir q d
SEM- -15 nm ölçülü polikristal-

l - lo-
- -

Eg=2.56 eV hesablan
Eg-nin

CdS nazik t b q sinin udulma spektrl rin sas n hiss cikl rin ölçü-
l g si ikinci 
dövrd kiçik nanohiss cikl rin m l g lm sil . Kiçik dövrl rd v
hiss ciyin ölçül rinin kiçik qiym tl rind CdS-in Eg h cmi kristal g-
d n kiçikdir. Bu nanohiss cikl rd olan kvant ölçülü effektl rl izah olunur. 
SEM- sas n dövrl cikl r aqlome-
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rasiya ed r k daha böyük ölçülü hiss cikl r m l  g tirirl r [8].
SEM- sas n hiss cikl kild

Orta buraxma spektrinin intensivliyi 10 dövrd  90%-d n böyük, 60 dövrd
is  77%-  q d g 2.49 eV-dan 2.44 eV-a
q d

TiO2  s m r liliyin gör istifad
edilir. CdS kvant nöqt l ri müxt lif h lledicil rd -
man güc çevirm  s m r liliyin gör 2.8%-dan 3.7%-a q d r. 
H lledici etanol, yuyucu reagent metanoldan  istifad
müxt lif h lledicid n istifad etm kl v zin  h ll-
edici kimi etanol v ya metanoldan istifad lledici v yuyucu 
agentl r olaraq eyni m hluldan istifad etm kl  yüks k h -
sam li TiO2 ld etm k mümkündür. Eg TiO2 üçün 3.28 eV, m hlul olaraq 
etanol v sudan istifad  etdikd  Eg=2.4 eV, etanol v etanol istifad etdikd
Eg=2.31 eV, metanol v metanol istifad etdikd  Eg=2.28 eV, etanol v
metanol istifad  etdikd  Eg=2.24 eV qiym hlul olaraq 
etanol-metanol istifad  etdikd güc çevirm  s m r
etanol-etanol istifad  etdikd güc çevirm  s m r liliyind n 14% çoxdur. Bu 
metoddan istifad ed r k güc çevirm  s m r
edil n h lledicil rd l rin fiziki xass l ri d -

la-

-

-
- 2 d -

Eg= -

Eg
xsm5 xsm5 xsm5 xsm5 xsm5 -
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- -

sorb -

10 san) na
- -

-
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(2.1 eV-dan 2.62 eV- -dan 2.20 eV-a
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-
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-
CdS nanohiss cikl ri TiO2-nin s thin  çökdürüldükd  Eg-nin qiym ti

3.0 eV-dan 2.4 eV-a q d thd  ion-s th qar-
tic l b -

q sind  Eg
Element analizind n CdS/TiO2 birl sinin Cd:S nisb -

dur. SEM- sas n t b q nin s thi homogen, hiss cikl rin ölçül ri 7 dövrd
3.6 nm, 9 dövrd sind  dövrl -

g cikl rin ölçül n 11 dövr qalx-
g-nin qiym ti 2.65 eV-dan 2.37 eV-a q d ki 

nümun l rd  kvant ölçülü effektl
ZnS nazik t b q sinin fiziki xass l rinin reaksiya parametrl rind n

tini c
 Eg laq  t

T b q g-nin qiym ti 3.87 eV-
d g

ZnS nümun si kation v anion m nb yinin
pH~10, sorbsiya müdd ti 40 san, yuyulma müdd ti 60 san, dövrl
v d  Eg=3.93 eV, s thinin 

yy svirl rind n
hiss cikl r kiçik, b zi yerl rd
elementl rinin atom faiz nisb ti 1.06-a b rab

g b q r c si azal-
g=3.83 eV olan nümun 00°C-d -

lanmadan sonra nümun nin strukturu v  Eg qiym ti d b b tem-
rin ölçül rinin v  q f s daxili m saf nin d -

sidir. Eg-nin d si t b q d defekt strukturlardan, t rkibd n, q -
f sdaxili v kristallit xass l rd g qiym tin malik nü-
mun l r gün  oluna bil r [21].

SEM t svirl rind 80 dövrd b q l ri 
hamar s th malikdir. Element analizind n nisb tin 1:1- g- nin is
3.55 eV-a b rab yy biyyatla müqayis d
heksoqonal stukturlu ZnS üçün Eg=3.5-
Eg=3.7-3.9 eV-dur. Dem b q
malikdir.

Eg ki 3.8-4.0 
eV Eg -

batareya-
la
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mü
-

gös -
-

D i
edir.

; 150°C; 200°C; 250°C- -
Eg -

Eg -
li, tablamadan sonra Eg 16, 

lumdur 

Eg- -

- -
- -

-
da

Eg -
- g=3.84; T=300°C- g=3.67; 

T=400°C- g=3.47). SEM- paylanma bircinsliyi 
-10 -

ratur 

[22].

Eg=3.5 eV-
Eg-nin 

qiym ti 3.42 eV; 3.41 eV; 3.40 eV; 3.38 eV- Eg-nin
s

[24].

Eg-nin qiym ti 3.0 eV-dan 3.75 eV- mo-

-
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-

-in 

-dir. Bu iki elementin bir- -dur. SEM-
-

-

-
ru-

-
-1.23-

Eg=3.44 eV olaraq 

-
duq 2/TEA 
sisteminin ye 2/EN sistemi üçün 0.19 
nm/dövr - - -

-

bir- -dan 1.08- -

-
rinin 
rin-

-
- -

0.98, 550 nm- g, elektrik mü-
Zn v S elementl rinin atom faiz nisb ti

[28].
SEM t svirl rind n dövrl cik-

l rin ölçül ri 77 nm, 100 nm, 124 nm v Eg 3.76 eV; 3.72 eV; 3.67 eV ol-
dur. Ölçül rin böyüm si hiss cikl tic sind mey-

dana g
CdxZn1-xS üçlü birl si  h r iki birl nin xass l rini özünd

c ml yir. Birl ya-
lif xass l r göst r bil r. Müxt lif t rkibd sintez 

olunan CdxZn1-xS nazik t b q sind rabit
t rkibd -
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2.52 Å, Zn-S üçün 2.34 Å-dir. Üçlü birl d rabit -
valda d
empirik qanunu il t yin edilir. CdxZn1-xS nazik t b q sinin udulma spektri-
n sas n nümun l tin d m sin-
d sinin qiym ti d xZn1-xS nazik 
t b q sind olaraq Eg=1.74 eV; 1.96 eV; 
1.90 eV; 1.82 eV-dur [29].

x- -
-

- -dan 0,62-0,67- -
xZn1-x -

n-
dium qalay oksid/ZnO/CdxZn1-x -

-dan 0,62-0,67-
CdxZn1-x

xZn1-xS spektral 
admium- -

-
xZn1-x

-

oksid/sink oksid/CdxZn1-xS heterostrukturunda CdxZn1-x
-la sintez 

ruktur -
maq - g 2.69 eV-dan 2.40 eV-

Cd1-xZnx g=7,6 eV 
-

xZn1-x
-

liyi 

müd - -
a, Eg

g

g-

xZn1-x
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Eg- isti-
-

g 2.4 eV-
-

- -

TiO2/CdxZnx-1S/ZnS
t klind TiO2-l kvant 
nöqt l tron-

rinin rekombinasiya d r c effektivliyinin 
lif növl t

Üçlü birl l rin gün si onlarin effektivliyini 
art maqla n tic l 2/Cd0.75Zn0.25S1/ZnS konfiqura -
rialla effektivliyind ki ar-

li g rginliyin 0,517 V-dan 0,725 V-d laq -
l ndirilir. Müvafiq fotoc r 2-d n 11.66mA/cm2-
endiril sinin s thd
passiva hay t, nisb t n yüks k tok-
sikliy malik olan TiO2/CdS/ZnS konfiqur sik-
liyi azaldaraq çevirm xZnx-1S kvant nöqt l rinin t t-
biqi il d bil c yi göst n kadmiumun 

0.5Zn0.5S
v Cd0.25Zn0.75S birl l rind
olaraq, birl l rd kadmiumun 50% v kdir. 
TiO2/Cd1Zn0S/ZnS birl sind Eg=2.15 eV, TiO2/Cd0.75Zn0.25S/ZnS  bir-
l m sind Eg=2.3 eV, TiO2/Cd0.5Zn0.5S/ZnS birl sind Eg=2.5 eV, 
TiO2/Cd0.25Zn0.75S/ZnS birl sind Eg=2.75 eV, TiO2/Cd0Zn1S/ZnS 
birl sind Eg

g-

-
-

g-
xZn1-x - Eg 

2+

ionunu xZn1-x g -
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sinin Eg-
g -
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SUMMARY

The technological condition and reaction parameters are affected to the physical 
properties of CdxZn1-xS semiconductor materials. In the present study, the relationship 
between the physical properties of these compounds obtained by the SILAR synthesis 
method and the reaction parameters was investigated.

Keywords: CdxZn1-xS nanomaterials, bandgap, physical properties.
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